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Correlatividades:

Para cursar:

Cursada: Informatica 1 - Analisis Matematico 1 - Quimica General
Aprobada: Ninguna

Para rendir:

Aprobada: Informética 1 - Anélisis Matematico 1 - Quimica General

Estrategia Metodol6gica: Clases Tedricas, (Exposicion del tema por parte del Docente).
Clases Practicas de aula, (EI Docente expone la técnica a aplicar en ejercicios de
aplicacion y disefio tipicos y luego guia a los estudiantes en la resolucion de los que se
plantean a la clase). Clases practicas de laboratorio, (EI Docente guia al los alumnos en la
implementacion de los disefios tedricos).

Criterios de evaluacién: Evaluacion continua durante el curso mediante pruebas
parciales. Evaluacion final mediante examen integrador.

Objetivos:

Al completar el curso, el estudiante comprendera los principios fisicos y caracteristicas de
funcionamiento de los diferentes dispositivos semiconductores y sus aplicaciones.
Interpretara las especificaciones de los dispositivos y podra emplearlas en problemas de
aplicacion.

Contenidos:

UNIDAD 1: FISICA DE LAS JUNTURAS PN GRADUALES.
Modelo de ligaduras de valencia de un semiconductor. Electrones de conduccion y de
valencia. Lagunas. Impurezas en el sélido cristalino, donores y aceptores. Movilidad y su
variacion en funcion de la temperatura. Generacion y recombinacion, portadores
mayoritarios y minoritarios. Efecto Hall. Inyeccion de portadores minoritarios.
Modelo de bandas de energia en un semiconductor. Introduccion. Bandas de energia, ancho
de banda en funcion de la separacion de los atomos, bandas permitidas y prohibidas.
Bandas de energia en el carbono, germanio y silicio, bandas de valencia, de conduccion y
prohibidas. Estructuras de bandas en un semiconductor extrinseco tipo N y tipo P.
Distribucion de los electrones en las bandas. Flujo de portadores en desequilibrio,
generalidades.
Fisicas de las junturas PN. Diodos. Junturas abruptas graduales, las junturas P-N en
equilibrio, diagrama de concentracion de portadores, de impurezas, de carga, de campo
eléctrico, de potencial y de bandas de energia, la juntura en desequilibrio exceso de
portadores en los limites de carga espacial, potencial de juntura, corriente en la juntura P-
N con polarizacion directa e inversa, ecuacion del diodo; curva caracteristica.

Duracion: 2,5 Semanas
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UNIDAD 2: DIODOS DE JUNTURA
Principio de funcionamiento. Dindmica de los diodos de juntura. Aplicaciones del diodo.
Dinamica de los excesos de portadores, transitorios de conexion y desconexion, tiempo de
conexidn y desconexidn, dindmica de las cargas almacenadas en la zona de carga espacial,
capacidad de la juntura o de transicion. Curvas Caracteristicas. Propiedades no lineales.
Especificaciones tipicas. Circuito equivalente.

Duracion: 4 Semanas

UNIDAD 3: TRANSISTOR BIPOLAR.
Principio de funcionamiento. Fisica del transistor bipolar. Comportamiento como elemento
de circuito: composicion de las corrientes terminales. Tipos PNP y NPN. Polarizacion;
circuitos tipicos. Configuraciones circuitales: emisor comin, base comun, colector comun.
Caracteristicas de cada configuracion.
Modelo del transistor bipolar para sefiales débiles. El transistor como amplificador, modelo
simple para modo activo, modelo de circuito dindmico para sefiales débiles, modulacion
del ancho de la base, efecto sobre la concentracién de portadores, representacion mediante
modelo de circuito, resistencia de la base, su efecto a frecuencias altas y bajas, frecuencia
de transicion. El transistor como cuadripolo lineal activo, pardmetros impedancia,
admitancia e hibridos. Calculo de impedancia de entrada y salida. Ganancia de tension y de
corriente para el modelo de pardmetros hibridos. Variacion de los parametros en funcion de
la corriente y de la tension de salida y de la temperatura.
Curvas caracteristicas. Especificaciones tipicas. Circuito equivalente. Analisis para sefial
débil. Andlisis para sefial fuerte.
Funcionamiento para sefiales fuertes. Dependencia de las corrientes terminales con las
tensiones. El modelo idealizado de dos diodos, caracteristicas estaticas en emisor comun.
Modos de funcionamiento normal, inverso, de saturacion, de corte.
Limites de operacion. Limites de seguridad de funcionamiento. Caracteristicas tecnoldgicas
de los transistores de potencia. Transferencia de calor: resistencia térmica. Disipadores.
Transistores Darlington. Analisis en conmutacion.
Definicién de los parametros de control de cargas, condiciones diferenciales de las
corrientes en funcion de dichos parametros. Respuesta del transistor a un escalon de
corriente en base de la zona activa, tiempo de crecimiento y decrecimiento, (métodos para
disminuirlos), idem de saturacion, carga de saturacion, tiempo de almacenamiento.
Duracion: 5 Semanas

UNIDAD 4: FET, MOSFET.
Principio de funcionamiento. Fisica del transistor de efecto de campo (JFET). Fisica del
transistor de efecto de campo de compuerta aislada (MOS). El transistor de efecto de
campo como componente de circuito. Polarizacion. Parametros tipicos. Configuraciones
especiales. MOS de doble compuerta. MOS complementarios (CMOS). Curvas
caracteristicas. Especificaciones tipicas. Circuitos equivalentes. Analisis para sefial débil.
Andlisis para sefial fuerte. Analisis en conmutacion. Simetria complementaria.

Duracion: 4,5 Semanas

UNIDAD 5.: DISPOSITIVOS MULTIJUNTURA. (SCR, TRIAC, DIAC etc.)
Tiristor: configuracion fisica. El tiristor como elemento de circuito. Caracteristicas de
disparo y bloqueo. Limites de operacion.
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Triac: configuracion fisica. El triac como elemento de circuito. Caracteristicas
bidireccionales de disparo y bloqueo. Limites de operacion.
Diac: configuracion fisica. El diac como parte de circuitos de disparo.
Curvas caracteristicas. Especificaciones tipicas. Circuito equivalente. Ejemplos basicos de
aplicacion.

Duracion: 4,5 Semanas

UNIDAD 6: OPTOELECTRONICA.
Estructura de bandas del As. de Ga. Movilidad de portadores. Temperaturas limites de
operacion. Comparacion con los dispositivos basados en el silicio. Sistemas
optoelectronicos. Caracteristicas eléctricas y tecnoldgicas.
Diodos emisores de luz. (LED). Fotodiodos y fototransistores. Principio fisico del
funcionamiento de los dispositivos LCD (Liquid Cristal Devices).

Duracion: 4,5 Semanas

UNIDAD 7: DIODOS ZENER, TUNEL, PIN, SCHOTTKY.
Principio de funcionamiento. Curvas caracteristicas. Especificaciones tipicas. Circuito
equivalente.

Duracion: 2 Semanas

UNIDAD 8: TRANSISTOR SCHOTTKY:
Principio de funcionamiento. Curvas caracteristicas. Especificaciones tipicas. Circuito
equivalente.

Duracion: 2 Semanas

UNIDAD 9: SEMICONDUCTORES TERNARIOS, CUATERNARIOS.
Principio de funcionamiento. Curvas caracteristicas. Especificaciones tipicas. Circuito
equivalente.

Duracion: 2 Semanas

UNIDAD 10: DISPOSITIVOS POR EFECTO CUANTICO.
Transistores metalicos. Diodos Laser, etc. Diodos Laser.
Duracién: 1,5 Semanas

Bibliografia:
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Siemens "Componentes electronicos™

Siemens "Opto Semiconductors Data Book™
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